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BP1618是一款宽输入/输出电压范围的DC-DC LED驱动芯片，内部集成40V/130mΩ

功率开关。BP1618工作于升压模式，其输入/输出电压范围可达3-37VDC。

BP1618支持外部PWM信号进行模拟调光，实现无频闪照明。调光深度低至1%，便

于实现精准的色温控制。外部开关频率可调，可使用小尺寸的电感和电容。电流模式

控制使其拥有出色的响应速度，斜率补偿使内部环路更稳定。

BP1618具有多重保护功能，包括Boost逐周期过流保护、输入欠压保护、输出过压保

护、输出短路保护、芯片过热调节等。

芯片介绍

IC型号
应用拓扑

Boost CC

BP1618 ≤10W@两路1%调光深度
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典型应用

BP1618 Boost CC输出电路原理图

8/10/2021

Cin

Cout

BP1618

VOUT

TM

PWM1 12

13

14

15

5

4

3

2

D2

D1PWM2

RT 10

11

7

6

CS2 98 CS1

NCNC

VIN

GNDSW

161 NCNC



www.bpsemi.com 5

典型应用

BP1618 Boost CC 工作参数
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Vin

8 10 12 15 18 (V)

IC-1# 274.2 274.4 275.8 279.2 279.7 ±1.0% 5

IC-2# 271.2 271.3 273.9 275.9 273.2 ±0.9% 5

IC-3# 275.4 275.7 275.9 276.7 278.1 ±0.5% 5

平均值1 274 274 275 277 277 ±0.7% 5

一致性偏差1 ±0.8% ±0.8% ±0.4% ±0.6% ±1.2% - 5

负载调

整率
IC

负载(V) Vin

15 18 21 24 27 (V)

IC-1# 277.63 278.1 277.8 278.8 278.47 ±0.2% 12

IC-2# 271.5 272 272.4 272.1 272.5 ±0.2% 12

IC-3# 276.06 276.6 275.8 276 276.2 ±0.1% 12

平均值2 275 276 275 276 276 ±0.1% 12

一致性偏差2 ±1.1% ±1.1% ±1.0% ±1.2% ±1.1% - 12

IC
负载(V) 负载调

整率

上下行调光曲线（输入12V）



1. Boost CC两级方案的原理

基本原理
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BP1618前级Boost负责升压提供

能量，后级是两路线性负责恒流

调光输出，反馈是两路LDO驱动

的MOS的漏级电压VD1和VD2，

通过该内部比较，选择较低的一

个点作为反馈电压，使较低的这

点电压稳定在1.1V左右，可使两

路都工作在恒流状态，恒流通过

调节LDO的MOS驱动能力，使

Vcs1和Vcs2电压恒定在300mV的

基准电压上，这样输出恒流。

R𝐶𝑆1,2 =
𝑉𝐶𝑆_𝑅𝐸𝐹
𝐼𝐿𝐸𝐷

8/10/2021

GATE DRV
Logic 

controlVBGBG

VIN VOUT

VREF_CS1 VREF_CS2

SDM

300mv
0v

Dimming 
pulse

VCS1/2

VCS1 VCS2

Up-Down 
Counter

DAC(13bits) VREF_CS1/2

Voltage Capture

采样电阻值可通过下式计算：

其中：VCS_REF为基准电压， ILED为输出平均电流
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𝐼𝑄𝑟𝑚𝑠 = (
𝐼𝑜

1 − 𝐷
)2 · 𝐷 +

1

12
·(
𝑉𝑖𝑛·𝐷·𝑇

𝐿
)2 · 𝐷

2. Boost CC基本公式（CCM模式）

基本原理

电感电流峰值：

𝐷 =
𝑉𝑜 − 𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜

MOSFET电流有效值：

8/10/2021

占空比：

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
Io

1 − 𝐷
+

1

2
·
𝑉𝑖𝑛 · 𝐷 · T

L

电感峰峰值： Δ𝐼𝑝𝑘 =
𝑉𝑖𝑛 · D · T

L

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
Io

1−𝐷
−

1

2
·
𝑉𝑖𝑛 · D · T

L

𝐼𝑄𝑟𝑚𝑠 =
׬
0

T𝑜𝑛 i(t)2d𝑡

𝑇

𝐼𝑄𝑟𝑚𝑠 =
𝐼𝑚𝑖𝑛

2· 𝑇𝑂𝑁+𝐼𝑚𝑖𝑛· Δ𝐼𝑝𝑘· 𝑇𝑂𝑁+
1

3
·Δ𝐼𝑝𝑘

2· 𝑇on
T

𝐼𝑄𝑟𝑚𝑠 = 𝐼𝑚𝑖𝑛
2 · 𝐷+𝐼𝑚𝑖𝑛· Δ𝐼𝑝𝑘 · 𝐷+

1

3
· Δ𝐼𝑝𝑘

2· 𝐷
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设计指南

1. 启动过程

BP1618内置软启动功能，当VIN电压大于开启阈值且PWM1/2有信号后后，内部电路开

始工作，输出电流逐渐上升。芯片开始工作后输出电压上升，此时芯片通过输出电压

Vo引脚供电。

8/10/2021

2. 输出开路

➢ 输出开路一路：

两路正常工作时，当两路开路VD1后，开路支路电压到降低，触发内部条件：VD1=0

，且由于电路反馈点是VD1和VD2中较小值，因此前级boost会抬高输出电压，由于输

出电压升高会使未开路的支路电压VD2升高，当VD2电压升高到4V或者输出电压上升

到37V左右（OVP），会触发开路保护(VD1=0)&&(OVP(>37V)||(VD2>4V)) ，芯片会把

开路这一路断开，另一路单独正常工作。反之，VD2开路亦然。
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设计指南

3. 开路接回

➢ 输出开路两路：

芯片正常工作时，输出两路同时开路，VD1和

VD2电压都降低，反馈点电压持续为低，前级

boost的内部comp被拉到高，输出电压迅速上

升，直到输出顶到OVP，芯片关闭前级boost

驱动，由于芯片供电消耗输出电容能量，输

出电压降低，一旦输出电压降到OVP值以下，

前级boost重新工作，不断重复。

➢ 开路一路在接回，当接回的支路VD电压大于0.7V后，此支路开始正常工作

➢ 开路两路再接回1/2路，当接回的支路电压大于0.7V后，支路开始正常工作，芯片

退出重复OVP状态
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设计指南

4. 频率选择

8/10/2021

芯片开关频率颗通过外部引脚RT调节，如下：

RT配置 接地 150-180kΩ 悬空

Boost开关频率 380kHz 570kHz 750kHz

Note: 

1. 当输入电压为12V时，推荐低频工作使用较大电感值，降低开关损耗

2. 当输入电压为 5V时，推荐高频工作使用较小电感值，降低导通损耗
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5. 输出电容设计

设计指南

8/10/2021

当两路同时开路时，由于反

馈点被拉到地，前级boost内

部comp拉到最高，芯片输出

电压刚从OVP状态退出，前

级boost开始工作，由于

comp被拉高，因此boost以

最大导通时间工作。

经过几个周期后，输出电压上升重新上升到OVP值，前级boost驱动关断，此时

由于电感能量未放完，会使输出电容电压过充到48V，芯片过压损坏，因此输

出电容建议使用4.7uF电解电容+1uF贴片电容。
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5. 输出电容设计

设计指南

8/10/2021

Note:芯片OVP电压37V左右，输入电流峰值限制在3A，在最恶劣情况时，输入电
压12V时由于抖动到15V，电感取最大47uH，电感内电流达到3A，此时建议输出
电容为4.7uF电解电容+1uF瓷片电容，输出电压峰值将限制在40V左右。

𝑉𝑜𝑣𝑝 = 37𝑉

𝐼𝑝𝑘 = 3𝐴

基本参数：

L= 47𝑢𝐻

开路输出过充电压： 𝑉𝑜 = 40𝑉

T𝑜𝑓𝑓 =
𝐼𝑝𝑘

𝑉𝑜+𝑉𝑜𝑣𝑝
2

−V𝑖𝑛
𝐿

= 6 x 10−6 s电感退磁时间：

𝐶o =
1

2
·𝑉in·𝐼𝑝𝑘·T𝑜𝑓𝑓+

1

2
·L·Ipk

2

1

2
·(𝑉𝑜

2−𝑉𝑜𝑣𝑝
2 )

= 3 𝑢F输出电容容值：

𝑉𝑖𝑛 = 15𝑉
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5. 输出电容设计

设计指南

8/10/2021

电容量与直流偏置电压的关系（6.3V/100uF）

输出电容不建议全使用等容量的贴片电容，这是由于贴片的瓷片电容容

值会随着外加直流偏置电压迅速下降（如上图），使真实容值远低于标称容值，
因此建议使用电解电容（电解电容随外加直流偏置电压容值变化很小），控制输
出开路电压过充。
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6. 电感选择

设计指南

8/10/2021

常用电感范围为10μH—47μH。为
避免磁芯饱和，建议选取电感饱和
电流超过正常工作时电感电流峰值
30%—40%的电感，如有EMI问题推荐
使用一体成型电感。

7. 二极管选择

BP1618开关频率较高，为提高输出
导通关断速度，建议使用反向恢复
时间短、导通压降低的肖特基二极
管作为输出整流二极管，如SS36（
SMA）。
肖特基二极管工作电流需大于输出
峰值电流。二极管反向击穿电压需
大于输出过充电压。

一体成型电感 绕线电感
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应用注意事项

1. PWM调光

BP1618支持PWM调光。当PWM端口电压持续小于0.2V，芯片处于关机状态。在调

光模式下，PWM调光信号高电平须大于2V。在PWM端施加500Hz-10kHz的PWM

信号，LED平均电流将根据PWM占空比从0-100%变化。

8/10/2021

2. 过温调节功能

BP1618具有过热调节功能，在驱动电源

过热时降低LED电流，从而控制输出功

率和温升，使电源温度保持在设定值，

以提高系统的可靠性。芯片内部设定过

热调节温度点为130℃。当结温进一步上

升到160℃后，芯片停止工作。当结温下

降到140℃后，芯片重新正常工作。
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应用注意事项

3. PCB布板原则

8/10/2021

⚫ SW引脚贴近电感和输出二极管阳极放置

，减小高频点铺铜大小

⚫ 输出电容靠近输出二极管阴极和芯片

VOUT引脚

⚫ 两路CS电阻对称靠近芯片引脚放置

⚫ 两路PWM信号引线靠近信号源

⚫ 基于EMI考虑，可在输入和输出分别放

置磁珠

⚫ 芯片是前级Boost后级线性，需较大散热

面积，推荐使用双层板，在芯片下方铺

铜，在打过孔到背面进行较大面积铺铜

增大散热面积

Cin

Cout

BP1618

VOUT

TM

PWM1 12

13

14

15

5

4

3

2

D2

D1PWM2

RT 10

11

7

6

CS2 98 CS1

NCNC

VIN

GNDSW

161 NCNC

L1磁珠 磁珠
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应用注意事项

3. PCB布板原则

8/10/2021

⚫ 电感正下方尽量不要铺铜，减小涡流损耗

⚫ 芯片底部焊盘大面积铺铜，增大散热面积



Thanks！
这就是创新！

Application 

http://www.bpsemi.com/application.asp
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